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【手続補正書】
【提出日】平成26年9月18日(2014.9.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラズマエッチングにより被処理体に溝幅が３０ｎｍ以下でありアスペクト４．５以上
の溝を形成するドライエッチング方法において、
  堆積性ガスを含むガスを用い、前記被処理体載置された試料台に高周波電力を供給しな
がら前記溝をエッチングし、
  前記高周波電力の出力は、前記溝の底部から堆積物を生成させる電力値であることを特
徴とするドライエッチング方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のドライエッチング方法において、
  前記ガスは、二酸化炭素ガスと塩素ガスと臭化水素ガスの混合ガスであり、
  前記高周波電力をパルス変調されオン期間の電力が２００Ｗ以上である高周波電力とし
、前記パルス変調のオフ期間を前記パルス変調のオン期間以上とすることを特徴とするド
ライエッチング方法。
【請求項３】
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　請求項１に記載のドライエッチング方法において、
  前記溝は、シリコンに形成され、
  前記ガスは、塩素ガスと臭素ガス、および、二酸化炭素ガス、一酸化炭素ガス、一酸化
窒素または二酸化窒素、の混合ガスであることを特徴とするドライエッチング方法。
【請求項４】
　プラズマエッチングによりＦｉｎ ＦＥＴのゲート電極を形成するドライエッチング方
法において、
  塩素ガスと臭化水素ガスと二酸化炭素ガスの混合ガスを用い、パルス変調されオン期間
の電力が２００W以上である高周波電力を被処理体が載置された試料台に供給しながらチ
ャネルとなる前記Ｆｉｎ上のポリシリコン膜をエッチングする第一の工程と、
  前記第一の工程後、臭化水素ガスと二酸化炭素ガスとアルゴンガスとメタンガスを含む
混合ガスを用い、パルス変調されたオン期間の電力が２００Ｗ以上である高周波電力を前
記試料台に供給しながら前記ポリシリコン膜をエッチングする第二の工程とを有すること
を特徴とするドライエッチング方法。
【請求項５】
　請求項４に記載のドライエッチング方法において、
  前記第二の工程のパルス変調のデューティー比を前記第一の工程のパルス変調のデュー
ティー比より小さくすることを特徴とするドライエッチング方法。
【請求項６】
　請求項４または請求項５に記載のドライエッチング方法において、
  前記第一の工程を前記ポリシリコン膜が５ｎｍから１５ｎｍの範囲の膜厚になる時点で
前記第二の工程に切り替えることを特徴とするドライエッチング方法。
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